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ANALIZA COMPLEXITATII UTILI;AND ELEMENTE
NELINIARE DE TIP DIODA LAMBDA

George MAHALU

COMPLEXITY ANALYSIS USING LAMBDA DIODE
NONLINEAR ELEMENTS

This work paper treats the analyse of using lambda diode like a nonlinear
element in the Chua's circuit configuration. One other target is testing ways to
transform the lambda diode in one nonlinear controled devices.
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1. Introducere

Dioda lambda este un element neliniar de circuit, simulat prin
intermediul unei configuratii cu doi tranzistori, cu anumite caracteristici
particulare. Caracteristica electrica curent-tensiune a diodei lambda
este similara cu cea a diodei tunel, ambele prezentdnd o
subcaracteristica negativa, utild in aplicatii.

Utilizarea diodei lambda poate fi facuta in diverse situatii, insa cel
mai frecvent in realizarea oscilatoarelor electronice cu diverse
particularitati. In prezentarea de fatd vom utiliza dioda lambda in
structuri electronice caracterizate prin comportament haotic, facand
comparatie cu circuitul Chua, atat la nivel calitativ cat si la nivel de
flexibilitate Tn dezvoltare de noi aplicatii.



Dioda lambda are la baza o structura de tip dinistor, astfel incat
comportarea sa in circuit va fi specifica, Tn anumite conditii, acestui tip
de dispozitiv.

2. Caracteristica curent-tensiune a diodei lambda

Schema electrica a diodei lambda este data in figura 1, in timp ce
caracteristica curent-tensiune a unui dinistor este prezentata in figura 2.
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Fig. 1 Configuratia TEC a diodei lambda
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Fig. 2 Caracteristica I(V) a dinistorului



Caracteristica unei diode lambda arata ca in figura 3.

=

—

et
= S |

—

- -
T

—_

AT,

—

PSR
-

—

=

W

(=3

oo
|

l1-mA

o0 0 0 0 0 0 0 o 0 -
(LS

O

Sy

FH-1

o

=3

o 2

(=3

ol
-
=

O

.

=
T
=

—
]

=3

ok
© et U1 LA £ U8 L1 L1 LA L1 LN 00 LD L — U1 = LTS L1 C3UN $ L1 LU 0 L1~ U1 200N 0
L

Fee

0 030609 121515212427 3 33 36 394245485154 57 6 63 6669

V1-Yolts

Fig. 3 Caracteristica I(V) a diodei lambda

Din figura de mai sus se poate constata similitudinea de
caracteristica cu dioda tunel. Din acest motiv, diodele lambda pot
fnlocui uneori, iIn mod eficient, diodele tunel, avidnd urmatoarele
avantaje:

- Sunt mai ieftine de produs si de intretinut.

- Sunt mai robuste in raport cu variatiile parametrilor electrici.

- Lucreaza la valori mai mari de tensiune si curent, deci la puteri
mai mari.

- Caracteristica electrica a diodei lambda poate fi modificata cu
usurintd prin transformarea acesteia fintr-un dispozitiv
comandat.



Ca principal dezavantaj putem mentiona frecventale mai mici de
lucru fatd de diodele tunel, Tnsd in situatile alegerii atente a
componentelor (cei doi tranzistori) si a unei realizari ingrijite a circuitului
(bine proiectat), acest dezavantaj poate fi atenuat simtitor.

3. Simularea circuitului Chua utilizdnd dioda lambda

Schema de simulare sub Multisim este data in figura 4.
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Fig. 4 Caracteristica I(V) a dinistorului

in figura 5 este prezentatd imaginea ecranului de osciloscop
XSC2. Se recunoaste usor caracteristica diodei lambda in aceasta
imagine.

In figura 6 se prezintd schema de simulare cu o diod& lambda
modificata. Se constata ca a fost creata o intrare de comanda prin care
putem comanda caracteristica I(V) a dispozitivului. Pentru aceasta
aplicatie se constatd un comportament caracterizat prin haos, ceea ce



confirma faptul ca un circuit Chua poate fi realizat si cu ajutorul unui
element neliniar de tipul diodei lambda.
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Fig. 6 Circuit Chua cu dioda lambda comandata
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Fig. 7 Ecranul XSC1

in imaginea 7 este prezentat ecranul XSC1 al aplicatiei de
simulare din figura 6. Aparitia atractorilor multipli indicad prezenta
haosului in sistem.

5. Concluzii

Dioda lambda poate fi utilizata ca element neliniar in structuri de
tip circuit Chua.
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